
 

r  2 
第 l5卷第2期 

1996年 4月 

红 外 与 毫 米 波 学 报 
J．Inirared Millim．Waves 

Vol_l5．N0．2 

April-1996 
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，l擒 奠 采用宽 频带导纳搠j试系统研 究了 H乳eeCd。 Te-CA Te异质 结构和 AI一半 绝缘 COTe— 

Hg11
． 46Cck“Te结构样 品的变频导纳特性，分析 了不 同结构样品的测试结果，表 明：异质结 

HgC~Te表面空穴积景，COTe表面空穴耗尽，界面处的势垒使载流子局限于HgCdTe体内．样 

品的光伏响应光谱在297'0cm叫和 3650cm叫处各有一个响应峰，前者对应于界面HgCdTe的车 

征光伏效应，后者对应于HRCATe表面积景层内空穴被激发越过空穴势垒引起的光伏效应，相 

钝化膜 采用如阳极氧化膜、阳极硫化膜 、ZnS、SiO 等绝缘膜口 ]，新 型的钝化 膜口 利用 

＼ HgCdTe异质结形成表面势垒 ，以阻挡载流子向表面运动 ，降低表面漏电梳，可获得更好的 

l ．}盹化效果．由于 cd1 与HgCdTe的晶格失配极小(0．31 )，易形成高质量的异质结，用 

cd1 作 HgCdTe光电器件的钝化膜 已成为一种发展趋势[4]．cd1 钝化及界面性能与异质 

结的能带结构有关 ，因此了解 HgCdTe—CdTe异质结的性能不仅对异质结器件是必须的 ，而 

且对采用 CdTe作钝化膜的 HRCdTe光电器件也非常重要． 

HgCdTe异质结的研究主要集中在两个方面：一是 HgCdTe缓变异质结，主要为了降低 

光伏器件的反向暗电流，提高长波光伏器件的性能r ；二是异质结钝化膜的研 s]，国内 

已用半绝缘 CdTe作钝化膜，初步制备出HgCdTe光伏器件 ，但对于异质结构的界面性质尚 

缺乏了解．本文采用宽频带导纳一电压谱结合 光电响应光 谱，研究分子柬外延技术制备 

Hg。 Cd。 Te—CdTe异质结构的特性． 

1 实验 

采用分子柬外延技术制备 ]H：gCdTe异质结，用(211)B晶向GaAs作衬底，生长前先对 

衬底进行 580℃热处理 ，然后将 GaAs衬底 降温至 3O0℃，生长厚约 3～5 m的 CdTe缓冲 

层，调节衬底温度至 190℃，生长 HgCdTe薄膜，标称组分 =0．34，膜厚约 10b~m．然后在 

HgCATe薄膜上生长一薄层 CdTe膜，此时衬底温度升至 25O℃，以保证这层膜为 CdTe单 

晶而不是高 值的HgCdTe，CdTe膜厚为 0．5 m．样品结构见图 1． 

最后制成的测试用样品有两种不同的电极结构；一种是在 CdTe层上直接蒸 Al电极 ， 
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A德要 采F毒宽锺带导结测试革统研究 1 Hg队"臼叫Te-CdTe 异晨若梅和 AI 丰绝缘CdTe-

Hgn.e:5Cdo.揭Te 结梅样品钓查额等劫特性，分析了不同结构样品给测试结果，表明 z 异质结

HgCcITe 在西空穴裂罩.CdTe 表噩空穴耗尽，界 jij处约势垒装载流于局限于 HgCdTe 体商=样

品的光伏响应光谱在 291Ocm-1和 365Ocm-1赴各有一个嚼应峰，首者对应于界面 HgCcITe 的本

征光伏援应，后者对应于 HgCdTe 表面事罩层内空穴被激发越过空穴势垒 ~I 足的光放效应雹夺目

庄子空穴势圭给贵 O.41eV. ..- /' 

关键谓 HgCdTe哇'齿，也坐 T J./JD 4 ， 26.彷L-/
引言 。 v

7万2) 当
HgCdTe 光电器件性能及其稳定性、可靠性与器件麦丽钝位直接相关. HgCdTe 的经典

钝化膜采用如阳极氧化旗、阪极硫化膜、ZnS、SiO塞等绝缘膜EM3，新型的钝化革董[司和00

T飞 HgCdTe 异质结形成表面势垒，以应挡载流子向表西运动，降低麦丽漏电流，可获得更好韵

刊犀化效果由于臼Te 与地臼它的品格失配极小(0.31拙，易形成高质量的异质结，用

CdTe 作 HgCdTe 光电器件的钝化艘已成为一种发展趋势∞.CdTe 钝化及界面性能与异质

结的能带结构有关，因此了解 HgCdTeζdTe 异质结韵性能不仅对异质结器件是必须的，延

豆对采用CdTe1乍钝化膜的HgCdTe 光电器件也非常重要.

HgCdTe 异质结部研究主要集中在两个方商=一是 HgCdTe 缓变异质结，主要为了鼻纸

光伏器件的反向黯电流，提高长波光伏器件的性能EM3s二是异质结钝化膜的研究EM3.离内

已用半绝缘CdTe1乍钝化漠，初步制备出HgCdTe 光伏苦苦件，但对于异质结构部界西性质尚

缺乏了解.本文采用宽频带导纳-电压谱结合光电响应光谱，研究分子柬外延技术制备

Hg. 时Cd.."Te-CdTe 异质结构的特性知

1 实验

采用分子束外廷技术制备[']HgCdTe 异质结，用 (211 )8晶向 GaAs 作衬底，生长前先对

衬底进行 580-C热处理，然后将 GaAs 衬底黯温至 3号。-C.生长厚约 3~部囚的 CdTe 缓冲

层，调节持底温度至 190"(; .生长 HgCdTe 薄膜，标称组分 x=O‘ 34.蹊厚约 10严m. 然后在

HgCdTe 薄膜上生长一薄层CdTe 膜，此时衬底温度升至 250 -C .以保证这层漠为CdTe 单

品而不是高工值前 HgCdTe 霎CdTe 膜厚为 0.5μ血样品结构见图1.

是后制成的测试用样品有两种不同的电极结构 a一种是在 CdTe 层上直接蒸 AI 电毅，
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形成 AI一半篼缘 CdTe—Hg。。 Cd。 Te结构样品(MCT94630 0)；另一种是先蒸 300A的 In， 

再蒸上 Au，以形成 CdTe—Hg。。 Cd。 Te异质结构样晶(MCT9463O—1)．样品的电极面积为 

8×lo cm ．HgCdTe衬底上 电极用 In焊引出． 

采用宽频带导纳测量系统对样品进行变频导纳特性测量 ，该系统可在 100Hz~100kHz 

频带内同时测量样品的微分电容和微分电导．测量前用标准电容进行系统定标，消除了电子 

学系统和样品杜瓦瓶引线的分布 电容．测量系统框图见图 2．测量时交流小信号幅度小于 

10raV，样品温度为 80K． 

【 

H~C．MTe 

(．F 0．34) 

CdTe缓冲层 

GaAs村底 
(211)B 

图 1 样品生长结构示意图 

№ 1 Schematic alagram of 

skate growth s~ttlctllre 

i超低顿发生器XFD一8A卜———] —
——_『 I 

匠  区  
I f交瘴辘̂ 4输出 ． 

L竺塑 二!!竺 r l j 

图 2 宽频带导纳攮f量系统框图 

F 2 Block d~agram 0f wide-band 

a “ance n a目 删 1t sys,~ m 

用改进的 BIO—RAD FTS-175型光谱仪测量样品的响应光谱，光谱仪的调制光束正入 

射到样品表面．样品的光电信号经外接的低噪声放大电路放大后．送入光谱仪主放大电路进 

行处理．该系统可测量 400～6000cm 范围的相对光伏响应光谱(以标准TGS探测器的光 

伏响应为单位 1)． 

2 实验结果及讨论 

2．1 Al一半绝缘 CdTe—HgI“Cd- Te结构的导纳特性 

样品 MCT94630一。采用 Al电极 ，样品结构与 MIs相似 ，样品的 0 和 G— 特性 曲线 

见图3．由于CdTe薄膜是半绝缘膜．样品的c— 、G— 特性与理想 MIS结构有很多不同．我 

们用 MIs结构等效电路方法分析图 3．按照样品的结构，它的等效电路图见图 5(a)，图中 

G、G分别表示 CdTe膜的电容和电导，ct、e 分别表示结面处 HgCdTe结面的电容和电导． 

当频率足够低(或漏电导足够大)．满足 《G，／G)及 《(G／e)时． 

G—G G／(& +G)， (1) 

C=( e+ G)／(G+G)。． (2) 

此时．电导不随频率变化，而电容随 G、G|、G、G变化．当 G、G变化缓慢时，电容主要随C，、 

e变化 ；当 G、G 迅速上升时，电容随之下降． 

当频率足够高(或漏电导足够小)，满足 》(G／G)及 》(G／c=I)时， 

G一(G}G，+ G )／(C +e) ， (3) 

C—C e／(G+Cp． (4) 

维普资讯 http://www.cqvip.com 
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形成 AI-学绝缘CdTe-f王军队弱Cd，."Te 结构祥品 lMCT94630-0) ，另→猝是先蒸 3CJ台λ 的 In.

再蒸上 Au.以形成CdTe-HgQ 酬Cd'34Te 异质结构样品 (MCT9463CJ-l).样品的电极面积为

8:>< lO-'cm'. HgCdTe 衬底主电极m In 焊引出.

采用宽频带导纳泌量系统M样品进行变獗导纳特性测量，该系统可在 looHz~ 100kHz 

领带内向对测量样品的微分电容和微分电导.测量前m标准电容进行系统定标，消除了电子

学系统和样品检瓦瓶剖线的分布电容.测量系统框茵见图 2. 测量时交流小信号幅度小于

10mV ，样品温度为 8CJK.

<:.lTe

H犀:dτ是
飞.z=o. 34) 

也在缰冉虽

GaAS持藉
(21l }B 

医 I 样品生长结构示意臣

民'g 1 Scbema也c dia事回丑 d

sm回e grow也由E但配

哩哇丰些卜丁
国王卜」宽穰带阻挠豁量仅~I 数字电莲表 7150 I 

仁豆捆那-5208 f-- I tt JOL 1 
l'tI 2 宽频带导纳测量系统崔医

Fig 2 园时k diagram 01 相配-hond

用改进的 BIO-RAD FT5- 175 型光谱仪测量样品的响应光谱，光谱仪的调剥光束正人

射到祥品表面，样品的光电信号经外婆的保噪声放大电路放大后，送入光谱仪主放大电路进

行处理，该系统可测量钩。~6臼OOcm-1范嚣的相对光伏畹应光谱《以标准 TGS 探测器的光

伏响应为单位1).

z 实验结果及讨论

2.1 Al学绝缘 CdTe-Hg....臼...uTe 结榕的导搞特性

样品 MCT9463白-0 采用 AI 电援，辛辛品结构与 MIS 相似，祥品的 C-V 和 G γ 特性曲线

见黯 3. 由于CdTe 薄膜是半绝缘膜，样品的 C-V、G-V 特性与理想 MIS 结锦有很多不河.我

们用 MIS 结构等放电路方法分析囡 3. 按照样品的结构，它的等效电路茵觅图引剖，圈中

已、G. 分别表示 CdTe Jl嚣的电容和电导 ，C"G5. 分别表示结面处HgCdTe 绩哥哥的电容和电导·

当频率足够低E或漏电导足够大) ，满足 ω<<G，/C，)及 ω<<lG，ÍC，)时，

G~GiG，!lG.+G，). 

C= (G;C.+G;C，) !lG.十G，)'.

(1) 

(2) 

此时，电寻不黯频率变化，商电容植 G，、 G，、C、C，变化.当 G. 、 G，变化缓慢肘，电容主要黯 C，、

C，变化;当 G 、G. 迅速上升财，电容隧之下降.

当频率足够高〈或漏电导足够IJ、) .满足国::t> CG.lc，)及四>><G.!C.)树，

G= (G,'G.+C;GJ!lC;+CY , 

C=C,C'/(C.+C,). 

只

→-一一一←干干

(3) 

(4) 
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式(4)表明这时的电容C与 MIS的电容特性相同m ，式(3)表明电导与电存变化相关 

图 3 样品 MCT94630-0的c— 曲线 

(a)IoOk[-~，(b)IOkHz，(c)lkHz，(d)变顿 l 曲线 

F ．3 Sample MCT94630-0’s c—V curves (a)100kHz，(b)10kHz，(c)lkHz and (d)( ClJI'Ve 

图4 MCT9463O-1的(a)电容特性曲线和 (b)电导特性曲线 
Fig．4(a)Capacitance curves and (b)conductance COFVk~$of sample 

MCT94630—1 with varying frequency 

图 3(b)中，lOkI-~和 lkI-~的电导曲线基本重台，说明这时样品满足低频条件，电容曲 

线可由式(2)描述．100kHz的电导特性与电容的变化明显相关，说明该频率样品满足高颓条 

件，电容特性与 MIS的电容相同，可由式(4)描述．图 3的实验结果与HgCdTe MIS结构 

c． 曲线相比[“]，样品在零偏压附近的电容特性与P型Hg。“Cd TeMls结构的电容曲线 

相同．样品在 100kHz时电容随偏压的变化见图 3(a)，电容曲线可分成几个区域：零偏压附 

近，HgCdTe表面电荷积累，CdTe膜耗尽，负偏压使 HgCdTe表面进入强积累，cdTe表面 

由耗尽逐渐转为反型；正偏压增大，HgCdTe表面由积累转为耗尽，进而转为反型，CdTe由 

耗尽逐渐变为积累}由于大电压区漏电流的显著增大，导致样品电容下降． 

维普资讯 http://www.cqvip.com 
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式(4)表明这时的电容 C 与 MIS 的电容特性相同Bol.式(3)衰 ßJJ电寻与电容变化极关.
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图 4 MCT94630-1 的归〉电容特性描绪和 E的电导待性曲线
Fig.4 臼) Capacita.IlCe curves and (b) conductance cu凹国 of 甜国ple

MCT94630-] with vlU}'Ìng fr呵uen叮

题 3(b) <þ.lOkHz和应E王z 前电导出线基本重舍，说明这时祥品满足低缓条件.电容曲

线可出式(2)描述. 100kHz 的电导特性与电容梢变化咽显相关，说RJJi主频率祥品满足高叛条

件，电容特性与 MIS 的电容相同.可由式t心绪迷.图 3 豹实验结果与 HgCdTe MlS结槐

c-v囱线被比E町，样品在零镇压副主近创电容特性与 p 蕴 Hgo. 锚Cd也提TeMIS 结构的电容跑线

相同，祥品在 100kHz 对电容随镇压豹变化见图 3(剖，电容曲线可分成几个区域 z零偏压附

近.HgCdTe 表在军电荷积累.CdTe 攘辈辈尽，负偏压使 HgCdTe 表面进入强积累.CdTe 表面

出挺尽逐渐转为反理多正镇压增大.HgCdTe 麦丽应军民累转为籍尽，避而转为反型.CdTe 自

幸在尽逐渐变为积累，由于大电压区漏电流的显著增大，导致葬品电容下降，
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2．2 Hg̈ ‘Cd‘ Te-~lTe异质结 

的导纳特性 

样品 MCT9463O-1电极 采用 

300AIn加 上 3000A Au，In在 

CdTe中的掺杂使电极与 CdTe形 

成了欧姆接触，样品的C-V和G— 

曲线见图4．样品MCT94630—1的 

等效 电路见图 5(b)，图中 是 

CdTe的体电导，G，是异质结的电 

导，而c，表示异质结的结电容．是 

CdTe和 HgCdTe的电容 e 和 C， 

的串联． 

0． 0． 

—  

=)T一[]T_ 
卜_ — 

c。 c． 

(4) 

图5 样品(a)MCT94630-0和(b)MCT94630-1 

的等效电路图 

Fig．5 Equivalent circuit tor the samp~ of 

(a)MCT9463O-0 and (b)MCT9463o-I 

Es-⋯ 一一卜．三兰!三 三_ 毋一．一⋯ n．!： ：三- 

———、J -— —、、／ 

120 

100 

aO 

6O 

{ 
．： 40 

2O 

0 

P·HgCdTe 

圈 6 HgCdTe--CdTe异质结能带结构图 
Fig．6 Ene gy hnd structure of HgCdTe-CdTe l1ete∞加nct．岫n 
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图 7 样品 MCT94630-1 

光伏响应光谱 

Fig．7 PbotovoIt&ic response spectrum 

of sample M CT9453O一】 

图8 异质结结电容0 变化趋势示意图 

(a)高顿 (b)低援 

Fig．8 Schematic diagr~tm of capacitance G 

vary_mg Wi出 h'equ~ncy(a)hl ~equency 

(b)low frequency 

当频率足够低(或漏电导足够大)、满足a,<<(GjC0时，导纳公式可写为 

譬 
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(b) 

样品性) MCT♀463号。和 (b) MCT94创(}-l

的等效电路离

F屯.5 同uivalent cìrcuit for 由εsample of 
(.) MCT臼63(}-O and (b) MCτ吉4630-1

(0) 

望自 5

2. 2 Hg....Cd..... Te-CdTe 异后结

割草李纳传性

样品 MCτ94630-1 电极采愿

300λ1n :1m 主 3000 Å Au.ln 在

CdTe 中的掺杂使电极与 CdTe 形

成了欧姆接皇室，样品的 c-v 和 G-V

路线见型 4. 样品 MCτ94630--1 的

等效电路见愚 5 (b). 圈中 G. 是

CdTe 的体电导 .G， 是异质结韵司主

事，而 C，表示异质结的结电容.是

CdTe 和HgCdTe 的电容 C. 和 C，

的串联.
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当频率足够低〈或漏电导足够大〉、满足曲《【G，ICj)肘，导线公式可写为
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G=G~G ／(G + )， 

C=C,GJ(G，+G ) ． 

(5) 

(6) 

这时 ，样品电导与频率无关，而电容则是 G⋯G 和 c，变化的综合体现． 

样品的电导特征如图 4(b)所示 ，不随频率变化 ，可用公式(5)和(6)来描述．由式(6)可 

知，当 q 的变化 比电导更快时 ，样品电容表现出电容 c，的特征‘反之，表现为电导倒效的特 

征．100kHz时，电容仅有一个峰 ，表现出电导倒效的特征 ，说明这时电容 G 变化缓慢．随着 

频率的下降，电容曲线出现双峰．其中零偏压附近的电容峰与电导极小值相对应，峰位随频 

率基本没有变化；另一个电容峰随着频率下降，向电压零点靠近．这表明：在零偏压及负偏压 

区，电容 随频率变化不太 ；而在正偏压区，随频率下降 ，c，明显上升． 

2．3 HgCdTe—CdTe异质结能带结构 

由于界面 Hg和 cd的互扩散，HgCdTe异质结界面存在一个缓变过渡 区．除了 

HgCdTe和 CdTe的导电类型和掺杂浓度以外，界面缓变过渡区的宽度也对 HgCdTe—CdTe 

异质结有很大影响 ]．半绝缘 cdT 导电类型为弱 P型 ，参照 F．L．Madarasz等对 HgCdTe 

异质结能带结构的研究[1 ” ，p-HgCdTe一半绝缘 CdTe异质结可能有如图 6所示的几种 

能带结构．图 6(a)为HgCdTe~CdTe突变异质结构的能带结构图，(b)表示缓变过渡区的存 

在使界面势垒变得更平缓 ，足够宽的缓变区使界面空穴势垒消失，如图 6(c)． 

2．1中的分析表明：零偏压平衡时，HgCdTe表面空穴积累，CdTe表面空穴耗尽．当分 

子柬外延生长时，界面Hg和cd的互扩散通常形成的界面缓变过渡区比较窄，p-HgCdTe一 

半绝缘 CdTe异质结的能带结构应与图 6(b)相似 ，这种能带结构使 HgCdTe中的载流子向 

表面运动的同时受到电子势垒和空穴势垒的阻挡．参照能带结构图，(b)考虑 HgCdTe和 

CdTe反型时不同的频率响应特性，则不同撅率下 ，结电容 c 随偏压的变化见示意图 8，其 

变化趋势与 2．2中的分析完全一致． 

我们测量了样品 MCT94630—1的光伏响应光谱(见图 7)，在 2970和 3650cm．‘处各有 
一

个光伏响应峰．找们发现位于 2970cm_。的响应峰正对应于衬底 HgCdTe的本征吸收峰． 

按图 8(b)，3650cm 处的光伏响应峰应是 HgCdTe表面积累的空穴放光激发越过空穴势垒 

形成的．由光伏响应半峰高估算空穴势垒高度 E ，有 E -~3300cm (即 0．4leV)． 

3 结 论 

对 Hg eCA”．Te—CdTe异质结和 Al一半绝缘 CdTe—Hg CA Te结构样品进行了变频 

导纳特性研究，用等效电路分析了实验结果．结果表明：Hg cd ．Te—CdTe异质结∞ 

H~gCdTe表面空穴积累，cdT 表面空穴耗尽，H~gCATe中的载流子在界面处同时受到 电子 

势垒和空穴势垒的阻挡．光伏响应谱表明空穴势垒约为 0．41eV．若采用这种结构的异质结 

作碲镉汞表面钝化，可有效地将载流子限{}|在 HgCATe体内，降低表面复合，提高光电器件 

的性能． 

致谢 陈新禹帮助{l到量光伏响应光谱．样品制备得到宣荣伟等人的协助，在此一并致谢 
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G=G.G,/ (GJ+G.). 

C=C;号!(G，+G.)'.

这对，样品电导与频率无关，而电容则是 G"..GIf 和 Cj 变化的综合体现.
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(5) 

(6) 

样品的电寻特征主E图 4(b)所示，本随频率变化，可用公式(5)和 (6)来描述.也式(6)可

知，当 C，的变化比电导更快肘，样品电容表现出电容 Cj 的特征s反之，表现为电导部数的特

征.100祉出时.电容仅有一个峰，表现出电寻倒数鹅特征，说明这时电容 CJ 变化缓慢.随着
频率的下降，电容曲线出现双莓.其中零偏压附近部电容峰与电寻极小值相对应，峰位随频

率基本没有变化事另一个电容量辈随着频率下降，向电压零点靠近.这表明 z在零偏压及负铺压

区，电容巳黯频率变化不大 z顶在正像压区，黯频率下降.C， 嘿显上升.

2.3 H哥岳Te-C冠Te异质结能带结构

离子界画 E王军享IlCà豹互扩散， HgCàTe 异质结界面存在一个缓变过夜区.除了

HgCdTε 和CàTe 的导电类型和掺杂法庭以外，界峦缓变过渡区的宽度也对 HgCàTe-CàTe

异质结有很大童医嘱[5]. 半绝缘CàTe 寻电类型为弱 F 型，参照 F. L. Madarau 等xt HgCdTe 

异质结能带结梅的研究[口.13.时， p-HgCàTe 半绝缘 Cdτe 异质结可能有如图 6 所示的几种

能带结构.图以到为 HgCàTe-Cdτe 突变异质结构的能带结掏图，他3表示缓变过渡区部存
在使界面势垒变得更平缓，足够宽的缓变区使界面空穴势垒消失，如图6(0).

2.1 <f前分析表明 z零偏压手衡碍.HgCdTe 麦丽雪穴积累 .CdTe 表1m空穴耗尽.当分

子束外延生长对，界在iî Hg 和 cà 前互扩散通常形成的界峦缓变过渡区比较察，p-HgCàTe­

学绝缘 CdTε 异质结豹能带结构应与图以切相似，这种能带结构使 HgCàTe 中前载揽子向

表面运动的同时受到电子势垒和空穴势垒的阻挡.参黑能带结构图，位〉考虑 HgCàTe 布

CàTe 反型时不爵的频率响应待俭，则不同频率下，结电容 C，黯镶压始变化觅示意图 8，其

变化趋势与 2.2 中必分析完全一致.

我们测量了样品 MCT94衍。-1 的光伏响应光谱{觅图 7) ，在 2970 和 365Ocm- '处各有
个光伏每每应峰.我们发现位于 297白cm-I的响应峰正对应子树底 HgCdTe 的本征吸收峰.

按图 8(b) ， 365白C国-1处部光伏响应蜂应是HgCdTe 表面积累约空穴波光激发越过空穴势垒

形成的.出光伏响应半蜷离估算空穴势垒高度 E品，有 E晶电330Ocm-1 ( Jlp O.4IeV). 

3 结论

对Hg(J， 66臼.."Te-CdTe 异质结和 Al 半绝缘CdTe-Hg叫Cà....Te 结构样品进行了变频

寻纳将性研究，用等效电路分析了实验结果.结果表现 :Hg叫Cd.."τ.e-CàTe 异质绩在号

E泣CàTe 表面空穴裂累.CàTe 表面空穴章是尽，HgCàTe 中的载揽子在界面处何时受到电子

势垒和空穴势垒的应挡.光伏响应谱表场空穴势垒约为 0.41eV. 若采用这种结构的异质结

作莓锯求表面钝化，可有效地将载流子限树在 HgCàTe 体内，降低麦丽复合，提高光电器件

的佳能.

致丑恬 陈新再帮助尊重量光伏哨应光谱，样品制备得到宣荣伟等人的协助，在此一并致谢.
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VARIABLE—FREQUENCY ADMITTANCE SPECTRA OF 

HgCdTe-CdTe HETEROSTRUCT URE 

Zhao Jun Guo Shiping Fang Jiaxiong 

(Shanghai ofT Physics·ChineseAcademy ofSdenceJ·Sha ngha i 2~ 083·China) 

Abstract Admittance-voltage characteristics of Hg *Cd。．34 Te—CdT heterostructures 

were studied by using a wide—band admlttance measurement system．HgCdTe heterostruc— 

turea were grown by MBE technology．An energy—band structure was established according 

to the analysis of C—V and G-V results．It was shown that，holes are accum ulated at the 

HgCdTe surface while depleted at the CdTe stirface and the barriers fc)rmed at the jnter- 

face make the carriers confined in HgCATe．The photovol~ic response spectrum shows two 

peaks，which are located at 2970cm一 and 3650cm～ respectively．The former peak is due to 

the intrinsic photovohaic effect of HgCATe，aM  the Iatter peak is due to the effect that 

holea in the accumulation layer are excited by photons and then overpass the hole barrier at 

the intedace，i．e．，the hole barrier height Is about 0．41eV． 

Key words HgCdT ，CdTe，heterostructure，admittance measurement． 
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VARIABLE-FREQUENCY ADMITI' ANCE SPEcn主AOF

HgCdTe-cdTe HETEROSTRUCTURE 

ZhaoJ田1 Guo Shiping F ang J跑到ong

(S}U1.n1掉.ailns到植U of T<<Jmicai Physit:5.e先~ AcadmtY of Sci甜ces ， Sh.anglw.i 200083 .Chma} 

Admîttance-voJtage charac坦rÎstics of Hg。届 Cd.， 34 T←cdτ"e heterostructures 

were studied by usin琶 a wwe-hand admittance rnea.s:urement sys回回.HgCdτ"e het.eI05 t四F

tures were grown by MBE 忧chnoJogy. An energy-band structure was estabJished accordìng 

to the anaJysis of C γand G-V re.ults. It wa. shown that.hol四 are accurnuJated at 也e

HgCdTe surface while depleted at the CdTe surface .nd the barrÎers forrned at the ;nter­

face make the carríers confined in f垃CdTe. The photovol阻ic response spectrum shows two 

peaks. which are Jocated at 297Ocm- ' and 365Ocm-1 respectively.τ'he forrner peak is due 主G

the intrinsic photovoltaíc effect of f电~Te ， atld the lat之er peak is due to the effect that 

holes in the accumuJation Jayer are excited by photons 田划出en Qverpass 也e hole barrier at 

the in四cface ，i..ι ， the I回le b缸rier height i. .bout O.41eV. 

HgCdTe , CdTe , heterostructure ，admit国田εE回surernent.
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